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Applications and

Contents)

原子層堆積法等で作製した酸化膜のエッチング加工を実施した。

実験
Experimental

Si基板上へ作製した酸化膜を、マスクレス露光機を用いたフォトリソプロセスでパ
ターン作製した後に、ICP-RIE装置でエッチング加工した。

結果と考察
Results and Discussion

マスクレス露光機を用いたフォトリソプロセスでレジスト膜のライン＆スペースを
作製して、下地のSi/酸化膜のエッチング加工を実施した。レジスト膜と酸化膜のエッ
チング選択比は予想通りの値が得られ、次の微細加工のプロセスへ向けて重要な知
見が得られた。
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